GERILIMDEN SIKLIGA
YALIN BIR CEVIRICI

Gerilimden siklida geviriciler
(voltage-to-frequency converter)
genellikle bir siacin deFigmez
akim lireteci yardimiyla bogalma-
s1 ilkesine gbére galigir [1] .

Bu ilkeye gére degil de g¢ok ya-
lin bir bigimde galisan bir dev-
re Sekil I'de gdriilmektedir. Ge-
rekli Ogeler bir iglem ylksel-
teci ve bir Schmitt tetikleyici-
1li geviricidir. ;

741 iglem yilikselteg¢li tiimlev
alma devresinin (integratodr)
¢i1kigi MM74Cl4 geviricisinin
Schmitt tetikleyici girisgine
verilmigtir. Giristeki imin di-
zeyi list egik gerilimi V-J+ ya
erigince gevirici gikigi sifar-
lanir. Besleme gerilimi V__=10V
igin VT+ nin en biiylik degeri

8,6 volttur. Caligsma, Sekil 2°'
de g6sterilmigtir.

Geviricinin ¢ikigi 2N5116 alan
etkili tranzistorunu (FET) de-
netlemektedir. Gegit gerilimi
Vg¢=0 igin alan etkili tranzis-
tor diligiik direng degerine gelir
ve sigag¢ bogalir. Bogalma akimi-
n1 tranzistorun bu durumdaki di-
renci belirler. ’

C siacmin gerilimi alt esgik
gerilimi V _ ye diliglince(Vec= 10V
igin VA_ nin en az deferi 4 volt-
tur) gevirici gikigi + 12 volta
anahtarlanir. Vg= 12 voltluk bir
gegit gerilimi tranzistoru agik

[1] It>f>ey, Graeme ve Huelsman:
Operational amplifiers-
design and application,

McGrav-Hill.

devre yapar ve C sidaci dolmaya
baslar.

Bu devrede ¢evirme kararliligi
Schmitt tetikleyicinin esik ge-
rilimlerine badlidir. Dolma su-
resi Ti ig¢in islem ylikselteci
¢cikisi

=_y, —L
vl VO ijc (1)
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ile belirlenir. Bosalma sliresi
T2 i¢in ¢ikig gerilimi
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ve T2 siiresi
VDROI|+VT+R
Ty = C4in g
2=Rop Clin VoRon + VR (©
olur. ‘

R, .V _« V,._R oldugu gézénine

alinarak
T,=Ro,C iin (V./V.) (5

bulunur.

Boylece periyodun yani Tj + Tj
nin yalmzca V_, a bagh oldugu
goriilmektedir. Yiiksek bir karar-
Iil1k ve dogrusallik elde edi-
lir.

Ornek olarak, Sekil 1'de gdste-
rilen degerlerle, yaklasik

10 kHz ¢ikis sikligr ve % 0,1
dogrusallik elde edilmistir. Bu
siklik icin giris gerilimi
V,=5 V secilmistir. 2N5116
alan etkili tranzistoru ig¢in
Ron=150fidur. (5) denkleminin

QOzImMIl
T,=150nxInF x £n (8,6/4)
=0,11 vs

verir. (2) esitligiyle

Tj = 100 kfi xInFx(8,6-4)/5
=92 us

bulunur.

Toplam periyot,

™=Ti +T, = 92,11 wus

olur ki bu da f=1/T=10,8 kHz
verir, dogrusallik yanlisi

% 0,12 dir.

Bu cikis sikliginda sikhk si1-
nirin1 alan etkili tranzistorun
gecirme duumu direnci Ro, be-
lirler. T2 siiresi tranzistor
tiiriinii farkhh secerek azaltila-
bilir. Cikis siklig1, sigaci
doldumak icin bir tranzistor
kullanarak yiikseltilebilir.
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(a) Ttiimlev alma devresi cikis gerilimi sigacin
dolma-bosalma cevrimlerini gosteriyor,
(b) Ceviricinin cikisindan elde edilen cikis imi V™.
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